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Le 16 Janvier 2014 à 10h30 
Soutenance de M Tapas DUTTA  pour une thèse de DOCTORAT de l’Université de Grenoble, spécialité Nano 

Electronique et Nano Technologies. 

Intitulé de la Thèse : Modélisation et simulation des composants MOSFETs à matériaux de canal alternatifs.                                                  
 
Lieu: Amphithéatre M001, Phelma, Minatec, 3 Parvis Louis Néel, 38016 Grenoble 
 
Thèse préparée dans le laboratoire IMEP-LAHC, sous la direction conjointe de M.                                             

Georges PANANAKAKIS et M. Quentin RAFHAY. 

 
R E S U M E  D E  T H E S E  (en 10 lignes maximum) 

 
La réduction des dimensions du transistor MOS, force motrice de l’industrie des semiconducteurs depuis 40 ans, 
devient de plus en plus difficile à effectuer. Une des solutions envisagées pour continuer à augmenter les 
performances des transistors MOS consiste à remplacer le silicium du canal par d’autres semiconducteurs, comme 

le Ge ou les III-V. Cependant, bien que présentant des propriétés de transport bien supérieures au Si, les 
composants à bases de matériaux III-V semblent présenter des effets de canaux courts et des fuites de courant 
plus sévères que dans le cas des technologies silicium. Il est donc nécessaire d’évaluer rigoureusement les 
performances intrinsèques de ces composants. Ce travail présente une contribution à l’ évaluation théorique des 
performances des composants MOSFETs à base de III-V et démontre que les constantes diélectriques plus fortes 
ainsi que les masses effectives plus faibles de ces matériaux vont induire des phénomènes parasites plus 
importants et plus domageables que dans le cas des composants à base de silicium. 
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 Fait à Grenoble, le   

(la date sera mise ultérieurement  par le Service Scolarité lorsque l’autorisation de soutenance de 
thèse aura été accordée par la Directrice du Collège Doctoral) 
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